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緒言 

 Ge-Sb-Te 系材料(GeTe-Sb2Te3 の擬二元系

化合物)は、相変化記録材料として研究され

てきたが、PbTe 系材料との結晶構造やバン

ド構造の類似性から近年注目を集めている。

特に、GeTe-rich な Ge-Sb-Te 系材料は、低温

側では菱面体晶、高温側では立方晶[1]と二

つの結晶構造をとり、高熱電特性を示す事

[2,3]が知られているが、作製条件と熱電特

性の相関は詳細には議論されていない。そ

こで本研究では、GeTe-rich な Ge-Sb-Te 系材

料の作製条件を変え、電気的特性に与える

影響について調べた。前回の発表[4]では、

物性については室温のみの報告であったが、

今回は温度依存性や繰り返しの昇温測定の

結果も発表する。 

実験方法 

 Ge,Sb,Te を化学量論組成となるよう秤量

し、石英管に入れ真空封入した。次にその混

合試料を溶融・アニールし、炉冷と水冷によ

り室温まで冷却した。得られたバルク体を

粉末化し、放射光施設(BL02B2, SPring-8)で

X 線回折(SXRD)パターンを取得し、構造解

析を行った。さらに、ゼーベック係数 S、電

気抵抗率、キャリア濃度 nを評価した。 

結果と考察 

Fig. 1 の SXRD パターンより、炉冷(FQ)・

水冷(WQ)両試料とも菱面体構造をもつが、

菱面体歪みに大きな違いがみられた。さら

に、前者では Ge のピークが不純物相として

確認された。S は 1 度目の測定では水冷試

料の方が高い値を取ったが、2 度目の測定は

両試料とも同じような温度依存性を示した。

作製条件と電気的特性の相関の詳細につい

ては当日報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. (a) SXRD patterns of (upper) FQ- and 

(lower) WQ-sample. (b) S of FQ-sample of 1st 

cycle● and 2nd cycle〇, and WQ-sample, of 1st 

cycle● and 2nd cycle〇. 

参考文献 

[1] E.-R. Sittner et al., Phys. Solidi A 210, 147-

152 (2013). 

[2] X. Xu et al., Adv. Sci. 5, 1801514 (2018). 

[3] T. Matsunaga et al., J. Appl. Phys. 103, 

093511 (2008). 

[4] 五十鈴川拓也等，020年第67回応用物理

学会春季学術講演会． 

7 9 11 13 15 176 8 10 12 14 16

In
te

n
s
it
y
(a

rb
. 

u
n

it
s
)

2θ(degree)

Ge 

300 400 500 600 700 800
100

150

200

250

300

S
(μ

V
/K

)

T(K)

第81回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2020 オンライン開催)8a-Z18-4 

© 2020年 応用物理学会 08-004 9.4

mailto:s_t.isuzugawa@p.s.osakafu-u.ac.jp

